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１．概要（Summary） 

再生医療・創薬分野において細胞を効率的に培養，解

析する技術が求められている．この際の培養面に用いる

ため，半導体微細加工技術を利用し SiN 自立膜（膜厚

1m）に多数の微小孔（寸法 1~2m）が形成された細胞

解析用デバイスを構築した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD 装置，反応性イオンエッチング装置，電

子線描画装置，両面マスクアライナ，膜厚測定器，超純

水製造装置，ドラフトチャンバー（塩ビ），ドラフトチャンバ

ー（SUS），電子顕微鏡 

【実験方法】 

シリコン基板を両面から加工することで，シリコンで支持

され，多数の微小孔アレイが形成された SiN 製のダイア

フラム構造を製作した（Fig. 1）．まず，シリコン基板の両

面にプラズマ CVD により SiN 膜を成膜した．次に，パタ

ーニング処理及び反応性イオンエッチング装置を用いた

ドライエッチングにより SiN膜上に孔径 2mの微小孔ア

レイを形成した．そして，基板の他面にダイアフラム用の

窓をパターニングし，ウェットエッチングにより SiN 製のダ

イアフラム構造を形成した．この際に，形成された微小孔

の精度及び両面のアライメント精度を評価した． 

 

 

Fig. 1 Schematic of a device. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiN 膜をドライエッチングする際の反応性イオンエッチ

ング装置のチャンバ内の圧力に対するエッチングレート及

びアンダーカット量を評価した．その結果，アンダーカット

の発生量はチャンバ圧力によって大きく変化することがわ

かり，最適条件を導出することでアンダーカット量の小さい

微小孔を形成することに成功した（Fig. 2 (a, b)）．また，両

面マスクアライナによるパターニング及びウェットエッチン

グによりダイアフラム・アレイ構造を形成し，高精度にアラ

イメントされた微小孔アレイデバイスを製作することに成功

した（Fig. 2 (c, d)）． 

 

 

Fig. 2 Cross-sectional SEM images of the 

microholes (a, b). SEM images of the diaphragm 

array (c) and microhole array (d). 
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